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Auf die Ndihe kommt es an: Wie Kristall den Widerstand von Graphen
beeinflusst

Graphen wird oft als Wundermaterial der Zukunft bezeichnet. Mittlerweile konnen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler perfekte Graphen-Lagen auf Quadratzentimeter groRRen Kristallen wachsen lassen.
Ein Forschungsteam der Universitdt Gottingen hat gemeinsam mit der Technischen Universitdt Chemnitz
und der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig den Einfluss des darunter liegenden
Kristalls auf den elektrischen Widerstand des Graphens untersucht.

Entgegen bisheriger Annahmen zeigen die neuen Ergebnisse, dass der im englischen als Proximity-Effekt bezeichnete
Prozess lokal stark variiert. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift Nature Communications erschienen.

Die Zusammensetzung von Graphen ist denkbar einfach. Es handelt sich um eine einzelne atomare Lage von
Kohlenstoffatomen, angeordnet in einer Bienenwabenstruktur. Das dreidimensionale Analogon ist aus unserem
alltdglichen Leben nicht wegzudenken, denn es ist eine einfache Bleistiftmine. Trotzdem konnte das zweidimensionale
Material Graphen erst im Jahr 2004 im Labor synthetisiert werden. Um den elektrischen Widerstand auf kleinster
Langenskala zu bestimmen, verwendeten die Physikerinnen und Physiker ein Rastertunnelmikroskop. Dieses kann
atomare Strukturen sichtbar machen, indem es mittels einer feinen Metallspitze die Oberflache abrastert. Mit der Spitze
des Rastertunnelmikroskops maR das Team auRerdem den Spannungsabfall und damit den elektrischen Widerstand der
Graphen-Probe.

Abhingig von der Messposition ermittelten die Forscher stark unterschiedliche Werte fiir den elektrischen Widerstand.
Als Begriindung hierfiir fiihren sie den Proximity-Effekt an. ,,Die rdumlich variierende Wechselwirkung zwischen
Graphen und dem darunter liegenden Kristall fiihrt dazu, dass wir abhingig von der Position unterschiedliche
elektrische Widerstinde messen®, erliutert Anna Sinterhauf, Erstautorin und Doktorandin im IV. Physikalischen
Institut der Universitat Gottingen.

Bei tiefen Temperaturen von 8 Kelvin, welches etwa minus 265 Grad Celsius entspricht, fand das Team Variationen im
lokalen Widerstand von bis zu 270 Prozent. ,,Dieses Ergebnis legt nahe, dass der elektrische Widerstand von
epitaktischem Graphen nicht einfach mit einem gemittelten, makroskopischen Wert beschrieben werden kann®, erklart
Arbeitsgruppenleiter Dr. Martin Wenderoth. Das Team geht davon aus, dass der Proximity-Effekt auch fiir andere
zweidimensionale Materialien eine wichtige Rolle spielen kdnnte.
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Original publication:

Anna Sinterhauf et al. Substrate induced nanoscale resistance variation in epitaxial graphene, Nature communications
(2020). www.nature.com/articles/s41467-019-14192-0

Von links nach rechts: Dr. Martin Wenderoth, Anna Sinterhauf und Georg A. Traeger. Der Hintergrund zeigt Bilder
unserer Rastertunnelmikroskope.
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